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청․백색 LED 발광 효율 저하에 대한새로운 원인 규명으로
발광 효율 및 성능 향상길 열려
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일상생활에서사용되는 LED의발광효율을저하시키

는새로운원인을규명함에따라,향후 LED성능향상

을위한새로운연구기반이마련됨.

LED가 작동하기 위해 주입된 전류에 의해 질화갈 륨

(GaN) 반도체 내에서 지속적으로 결함의 생성-소멸

과정을 일으킬 수 있으며, 이 과정에서 비발 광 재결

합을일으켜효율이저하될수있음을밝혀낸것, 정

상적인 상태에서 인듐(In)과 결합되어 있던 질소(N)

가, 주입된 전자의 영향으로인듐과의 결합을끊으며

결함을 생성시키고, 전자와 정공은 새로생성된 결함

을매개로비발광재결합을일으켜에너지손실이발

생할 수 있음을 밝힘. 그동안 효율 저하 원인로 알려

진 SHR 재결합, 오제(Auger) 재결합, 전자 넘침

(carrier overflow) 등을 줄이기 위하여 질화갈륨

(GaN) 반도체 막질 특성을 향상시 키거나 소자 설계

를수정하는방향으로연구가진행되어왔으며, 이번

연구로 질화갈륨(GaN) 반도체 LED 소자 성능 향상

을위한새로운가능성이열리게됨.

기대효과

새로발견된비발광재결합과정은다른물질에서도발

생될 수 있는 일반적인 현상으로 앞으로 다른 광전소자

물질내비발광재결합과정에대한추가연구를통해광

전소자의성능을향상시킬수있을것으로기대됨.

[그림1] 주입된전자에의해GaN반도체내에생성되는
결함의구조 (위)와이결함이생성되고소멸되는
동안에발생되는전자의비발광재결합과정
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